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附件 7： 

国家能源应用技术研究及工程示范项目 

直流电网装备用压接型 IGBT 器件研制 

申报指南 
一、指南说明 

大力发展风电、太阳能等新能源，优化能源结构和配置，是缓

解环境污染与能源紧张局面的重要手段。但是风电、太阳能等可再

生能源具有间歇性、分散性等特点，为了满足大规模新能源接入电

网的需求，迫切需要推广直流电网的建设。压接 IGBT 器件的研制

是决定直流电网装备制造与性能的关键技术。 

依据《国家能源科技“十二五”规划》，为切实提升我国电网

对大规模可再生能源的接纳能力，实现大型城市和弱系统的电力可

靠供应，特设立“直流电网装备用压接型 IGBT 器件研制”项目。

围绕直流输电换流阀与直流断路器用压接 IGBT 器件展开研究，以

突破关键技术，实现直流输电装备核心器件领域的重大创新。 

符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于两个以上单位

集中申报的课题，需通过专家论证确定课题的承担单位。 

二、指南内容 

1.项目名称 

直流电网装备用压接型 IGBT 器件研制 

2.项目总体目标 

本项目的总体目标是：结合我国直流输电装备的发展需求，开

展压接型 IGBT 器件的关键技术研究，通过芯片设计和封装技术的

研究，形成相应的技术和器件批量生产能力，提高我国在直流输电
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装备领域的技术水平和国际竞争力。 

3.项目的课题设置 

本项目下设六个课题： 

课题 1:直流电网装备用压接型 IGBT 器件优化研究 

研究内容： 

开展芯片、封装、装置电气仿真模型研究；开展柔性直流换流

阀、直流断路器与大功率 IGBT 协同优化设计；开展柔性直流换流

阀及直流断路器用 IGBT 芯片、封装、器件规范研究。 

考核指标： 

（1）提交柔性直流换流阀及直流断路器电气仿真模型； 

（2）提交 IGBT 芯片、封装、器件仿真模型； 

（3）提交 IGBT 芯片、封装、器件技术规范； 

国拨经费控制额：500 万元 

课题 2：低通态压降压接型 IGBT/FRD 芯片结构与工艺设计 

研究内容： 

开展压接 IGBT/FRD 动态、静态仿真模型研究；开展 IGBT/FRD

芯片元胞结构设计、芯片终端技术研究；开展 IGBT/FRD 芯片工艺

流程设计开发；开展IGBT/FRD芯片厚金属电极工艺模块设计开发；

开展 IGBT 芯片载流子增强技术研究与工艺模块设计开发；开展 FRD

局域寿命控制技术研究。 

考核指标： 

（1）提交 3300V 低通态压降压接型 IGBT 芯片样品 150 个，额

定电压：3300V，额定电流：50A，通态压降：≤2.6V； 

（2）提交匹配的 3300V FRD 芯片样品 75 个，额定电压：3300V，
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额定电流：100A； 

（3）提交低通态压降压接型 IGBT、FRD 芯片工艺流程开发报

告； 

国拨经费控制额：600 万元 

课题 3：高短路关断压接型 IGBT/FRD 芯片结构与工艺设计 

研究内容： 

开展 IGBT 短路关断仿真模型研究；开展 IGBT/FRD 芯片元胞结

构设计；设计开发 IGBT/FRD 芯片工艺流程；设计开发 IGBT 芯片 P+

深阱结构与工艺模块；开展 IGBT 芯片背面集电极 P+掺杂浓度和软

穿通缓冲层厚度、浓度优化设计。 

考核指标： 

（1）提交 3300V 高短路关断压接型 IGBT 芯片样品 100 个，额

定电压：3300V，额定电流：50A，最大关断电流：300A； 

（2）提交匹配的 3300V FRD 芯片样品 50 个，额定电压：3300V，

额定电流：100A； 

（3）提交高短路关断压接型 IGBT、FRD 芯片工艺流程开发报

告； 

国拨经费控制额：1100 万元 

课题 4：压接型 IGBT/FRD 芯片制备与测试 

研究内容： 

开展 IGBT/FRD 芯片制备，改善工艺稳定性，提高芯片加工成

品率；开展静、动态参数测试；研究芯片筛选技术，研究可靠性考

核技术。 

考核指标： 
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（1）提交 3300V 低通态压降压接型 IGBT 芯片 1500 个，额定

电压：3300V，额定电流：50A，通态压降：≤2.6V；提交匹配的 3300V 

FRD 芯片样品 750 个，额定电压：3300V，额定电流：100A； 

提交 3300V 高短路关断压接型 IGBT 芯片样品 1000 个，额定电

压：3300V，额定电流：50A，最大关断电流：300A；提交匹配的 3300V 

FRD 芯片样品 500 个，额定电压：3300V，额定电流：100A； 

国拨经费控制额：800 万元 

课题 5：压接型 IGBT 封装关键技术研究与样管试制 

研究内容： 

开展各种封装结构技术路线对比分析研究；开展低通态压降与

高短路关断两种压接 IGBT 器件封装结构与材料研究；开展两种封

装设计方案多物理场仿真分析；开展压接型 IGBT 芯片并联均流技

术、压力及热均衡、失效模式等关键技术研究；研制低通态压降与

高短路关断两种压接 IGBT 器件；制定压接型 IGBT 型式试验方法。 

考核指标： 

（1）完成低通态压降与高短路关断压接 IGBT 器件封装技术规

范； 

（2）研制低通态压降与高短路关断压接 IGBT 器件：提交低通

态压降压接型 IGBT 器件 5个,额定电压：3300V，额定电流：1500A，

通态压降≤2.6V;提交高短路关断压接型IGBT器件 5个，额定电压：

3300V，额定电流：1000A，最大关断电流：≥5000A； 

提交压接型 IGBT 器件型式试验规范； 

国拨经费控制额：1200 万元 

课题 6：压接型 IGBT 批量化生产 
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研究内容： 

开展芯片及封装组件批量化生产技术规范研究，开展单芯片子

单元的自动化组装及测试，开展压接 IGBT 器件批量化生产的质量

控制，批量化生产合格的直流电网装备用压接 IGBT 器件。 

考核指标： 

（1）提交低通态压降压接型IGBT器件 50个，额定电压：3300V，

额定电流：1500A，通态压降≤2.6V； 

（2）提交高短路关断压接型IGBT器件 50个，额定电压：3300V，

额定电流：1000A，最大关断电流：≥5000A； 

国拨经费控制额：800 万元 

4.项目支持年限 

2015 年 1月至 2017 年 12 月 

5.其它需说明的内容。 

无。 

三、注意事项 

1. 课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、

《课题概算书》。 

2. 课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，

且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有

一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过 5

家。 

3. 课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内

登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良

信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；
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中方控股的企业法人。  

4. 课题负责人应符合的基本条件： 

（1）具有中华人民共和国国籍； 

（2）年龄在 55 岁（含）以下（按指南发布之日计算）； 

（3）具有高级职称或已获得博士学位； 

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过 6个月； 

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有

不良信用记录。  

5. 申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定

的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于

1:1，否则不予受理。  

6. 课题申报受理的截止日期为 2014 年 7月 4日（星期五）

17 时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书 7本和电子版

光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。 

7．咨询联系人及联系方式： 

联系人：赵志国  雷  祥   

联系电话：010-88656858  010-68505646 

地址：北京市西城区月坛南街 38 号 

邮编：100824 
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